Komunikat prasowy

KIOXIA rozpoczyna wysytke probek urzadzen z pamigcig BiCS FLASH™
512 GB TLC 9. Generacji

Potgczenie istniejgcych komorek pamieci i zaawansowanych technologii CMOS maksymalizuje
efektywnosci inwestycji

Diisseldorf, Niemcy, 25 lipca 2025 r. — KIOXIA Europe GmbH, firma bedgca swiatowym liderem w

dziedzinie rozwigzan pamieci, ogtosita dzisiaj, ze rozpoczeta wysytke probek' urzadzen z pamiecig TLC
(Triple-Level Cell) o pojemnosci 512 GB wykorzystujgcych technologie pamieci flash 3D BiCS FLASH™
9. generacji. Rozpoczecie masowej produkcji jest zaplanowane na rok fiskalny 2025. Urzadzenia zostaty
zaprojektowane z myslg o zastosowaniach wymagajgcych wysokiej wydajnosci i niezréwnanej
efektywnosci energetycznej przy niskich do srednich pojemnosciach. Zostang réowniez zintegrowane z
dyskami SSD klasy korporacyjnej firmy KIOXIA, zwtaszcza tymi, ktére majg maksymalizowaé wydajnosé

procesoréw graficznych (GPU) w systemach sztucznej inteligencji.

KIOXIA kontynuuje realizacje swojej dwuosiowej strategii, ktora ma odpowiadaé na zréznicowane potrzeby
najnowoczesniejszych zastosowan, jednoczesnie dostarczajgc konkurencyjne produkty zapewniajgce

optymalng wydajnos¢ inwestycji. Do tych dwdch osi naleza:

* Produkty z pamiecig BiCS FLASH™ 9. generacji: osiggajg wysokg wydajnos¢ przy obnizonych
kosztach produkcji dzieki wykorzystaniu technologii CBA (CMOS directly Bonded to Array)?, ktora
integruje istniejgce technologie komorek pamieci® z najnowszg technologia CMOS.

* Produkty z pamiecig BiCS FLASH™ 10. generacji: tgczg rozszerzenie liczby warstw pamieci, aby
sprosta¢ spodziewanemu przysziemu zapotrzebowaniu na rozwigzania o wiekszej pojemnosci i

wysokiej wydajnosci.

Nowa pamie¢ BiCS FLASH™ 512 Gb TLC 9. generacji, opracowana przy uzyciu procesu tgczenia 120
warstw w stosy opartego na technologii BiCS FLASH™ 5. generacji i zaawansowanej technologii CMOS,
wykazuje znaczng poprawe parametrow w poréwnaniu z dotychczasowymi produktami* BiCS FLASH™

firmy KIOXIA o tej samej pojemnosci 512 Gb. Wspomniana poprawa obejmuje:
*  Wydajnos¢ zapisu: poprawa o 61%

*  Wydajnosé odczytu: poprawa o 12%
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* Wydajnos¢ energetyczna: zwickszona o 36% podczas operacji zapisu i 0 27% podczas operacji
odczytu

* Szybkos¢ przesytania danych: interfejs Toggle DDR6.0 zapewnia wysokg wydajnos¢ interfejsu NAND
3,6 Gb/s®

* Gestosc¢ bitowa: zwiekszona o 8% dzieki postepom w skalowaniu ptaszczyznowym

Ponadto firma KIOXIA potwierdzita, ze pamie¢ 512 Gb TLC dziata z predkosciami interfejsu NAND do
4,8 Gb/s® w warunkach demonstracyjnych. Gama produktéw zostanie ustalona zgodnie z wymaganiami

rynku.

"Zalety TLC w postaci wiekszej gestosci pamieci masowej, efektywnosci kosztowej i wydajnosci
oferowanej przez 9. generacje pamieci flash BiCS FLASH™ 3D firmy KIOXIA bedg dobrze pasowac do
urzgdzen Internetu rzeczy i systemow wbudowanych w sektorze przemystowym i motoryzacyjnym, gdzie
najwazniejszy jest koszt i pojemnosé. Zapewni rowniez niedrogg pamie¢ masowg o duzej pojemnosci za
posrednictwem ustug przechowywania w chmurze i zadan wymagajacych duzego odczytu, takich jak Al i
uczenie maszynowe" - dodaje Axel Stdrmann, wiceprezes i dyrektor ds. technologii pamieci i produktéw
SSD, KIOXIA Europe GmbH.

Firma KIOXIA dziata na rzecz wzmocnienia globalnych partnerstw i dgzenia do kolejnych innowac;ji, aby

nadal dostarcza¢ optymalne wyzwania spetniajgce roznorodne potrzeby jej klientéw.
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Uwagi:

1. Proébki te stuzg do kontroli funkcjonalnej, a specyfikacje prébek mogg sie rézni¢ w przypadku produkcji masowe;j.

2. Technologia, w ktérej kazda ptytka CMOS i ptytka z matrycg komérek sg produkowane oddzielnie w
zoptymalizowanym stanie, a nastepnie fgczone ze sobg.

3. 112-warstwowa technologia BiCS FLASH™ 5. generacji i 218-warstwowa technologia BiCS FLASH™ 8. generacji.
Nowa linia produktéw BiCS FLASH™ 9. generacji bedzie zawierata jedng z nich, w zaleznosci od modelu.

4. Pamie¢ BiCS FLASH™ 6. generacji, ktéra stanowi wdrozenie tego samego produktu TLC 512 Gb, co ten produkt.

5. 1 Gb/s jest obliczany jako 1 000 000 000 bitéw na sekunde. Wartos¢ ta jest uzyskiwana w okreslonym Srodowisku
testowym i moze sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw uzytkowania.

*W kazdej wzmiance o produkcie KIOXIA: Gesto$é produktu jest okreslana na podstawie gestosci uktaddéw pamieci w
produkcie, a nie ilosci pojemnosci pamieci dostepnej do przechowywania danych przez uzytkownika kohcowego.
Uzyteczna pojemnos¢ dla uzytkownika bedzie mniejsza ze wzgledu na nadmiarowe obszary danych, formatowanie,



uszkodzone bloki pamieci i inne ograniczenia. Moze takze zalezy od urzgdzenia hosta i zastosowania. Wigcej informacji
mozna znalez¢ w specyfikacjach odpowiednich produktow. Definicja 1 Gb = 2430 bitéw = 1 073 741 824 bitow.

*Predkosci odczytu i zapisu to najlepsze wartosci uzyskane w okreslonym srodowisku testowym w firmie KIOXIA, a firma
KIOXIA nie gwarantuje predkosci odczytu ani zapisu dla pojedynczych urzgdzen. Predko$¢ odczytu i zapisu moze sie
rézni¢ w zaleznosci od uzywanego urzadzenia i rozmiaru odczytywanego lub zapisywanego pliku.

*Nazwy firm, produktéw i ustug moga by¢ znakami towarowymi innych firm.

O firmie KIOXIA

KIOXIA jest $wiatowym liderem w dziedzinie rozwigzan pamieci i zajmuje sie rozwojem, produkcja i sprzedaza pamieci flash
oraz dyskow poiprzewodnikowych (SSD). W kwietniu 2017 roku jej poprzednik, firma Toshiba Memory, zostata wydzielona
z Toshiba Corporation, ktéra wynalazta pamie¢ flash NAND w 1987 roku. KIOXIA angazuje sie w ulepszanie swiata dzieki
pamieci, oferujgc produkty, ustugi i systemy, ktdére zapewniajg wybér dla klientow i bazujgcg na pamieci wartosé dla
spoteczenstwa. Innowacyjna technologia pamieci flash 3D firmy KIOXIA, czyli BiCS FLASH™, ksztattuje przyszio$¢ pamieci
masowej w zastosowaniach o duzej gestosci, w tym w zaawansowanych smartfonach, komputerach PC, systemach
samochodowych, centrach danych i systemach generatywnej sztucznej inteligencji.
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